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Estudio optoeléctrico de un dispositivo fotovoltaico organico

Optoelectrical study of an organic photovoltaic device
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Resumen

Se realizé el estudio de un dispositivo fotovoltaico organico con una estructura tipo bulk, a base de
molécula organica y matriz polimérica, por la técnica de mixing y las técnicas de depdsito drop cast-
ing y spin coating. La construccion se basé en utilizar 0.008 M de molécula GBB para la creacién de

la membrana GBB/PVA con la aplicacion de la técnica de mixing, ademas se aplicd el mismo criterio,
pero con una adicidn de CuNps, para después caracterizar por las técnicas quimicas, épticas, eléctricas
y morfoldgicas en ambas membranas, donde la absorbancia de la membrana GBB/PVA + CuNps fue de
1.31 U. A. Mas sin embargo en el cdlculo de la banda de energia por el método de Tauc, demostré que
GBB/PVA + Cu Nps posee un valor de 2.04 eV, bastante igual a GBB/PVA con 1.99 eV, por lo cual se es-
cald la concentracidon de molécula GBB, logrando una banda de energia de 1.54 eV, dejando el dispo-
sitivo completamente orgénico sin dopaje. La resistencia obtenida en GBB/PVA son de 4.75x10° Q, se
calculd su resistividad de material arrojando un valor de 1.89 Q*m en GBB/PVA. En conductividad el
comportamiento de GBB/PVA tuvo un valor de 1.89 uS/cm. La caracterizacién morfoldgica mostré una
mejor superficie en GBB/PVA con pequefias formaciones de cristal de molécula de tamafio de 5.71

nm a 42 nm. Se obtuvo un valor en dispositivo de 0.5 Vcd con una superficie GBB/PVA de 8.2 cm?, con
contactos de cromo y un sustrato de ITO.
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Abstract
The study of an organic photovoltaic device with a Bulk type structure was carried out, based on an
organic molecule and polymer matrix, using the mixing technique and the drop casting and spin coat-
ing deposition techniques. The construction was based on using 0.008 M of GBB molecule for the cre-
ation of the GBB/PVA membrane with the application of the mixing technique. In addition, the same
criterion was applied, but with an addition of CuNps, and then characterized by chemical techniques,
optical, electrical and morphological in both membranes, where the absorbance of the GBB/PVA +
CuNps membrane was 1.31 U. A. However, in the calculation of the energy band by the Tauc method,
| demonstrated that GBB/PVA + Cu Nps has a value of 2.04 eV, quite equal to GBB/PVA with 1.99 eV,
for which the concentration of GBB molecule, achieving an energy band of 1.54 eV, leaving the device
completely organic without doping. The resistance obtained in GBB/PVA is 4.75x10° Q, its material
resistivity was calculated giving a value of 1.89 Q*m in GBB/PVA. In conductivity, the behavior of GBB/
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PVA had a value of 1.89 uS/cm. The morphological characterization showed a better surface in GBB/
PVA with small molecule crystal formations of size from 5.71 nm to 42 nm. A device value of 0.5 Vcd
was obtained with a GBB/PVA surface of 8.2 cm?, with chromium contacts and an ITO substrate.
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